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说明、目录、图表目录
报告说明:

      博思数据发布的《2014-2019年中国大功率半导体器件市场监测及投资前景研究报告》共十

一章，报告对我国大功率半导体器件的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞 争、产品进

出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，

对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业 制定发展战略、进行投资决策

和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。 

    分立功率器件按照功率的大小划分为大功率半导体器件和中小功率半导体器件。具体来说

，大功率晶闸管专指承受电流值在200A 以上的晶闸管产品；大功率模块则指承受电流25A 以

上的模块产品；大功率IGBT、MOSFET 指电流超过50A 以上的IGBT、MOSFET 产品。 

    1956年美国贝尔实验室（Bell Lab）发明了晶闸管，国际上，70 年代各种类型的晶闸管有了

很大发展，80 年代开始加快发展大功率模块，同时各种大功率半导体器件在欧美日有很大的

发展，90 年代IGBT 等全控型器件研制成功并开始得到应用。 

    在国内，60年代晶闸管研究开始起步，70 年代研制出大功率的晶闸管，80年代以来，大功

率晶闸管在中国得到很大发展，同时开始研制模块；本世纪以来，开始少量引进超大功率晶

闸管（含光控晶闸管）技术；近年来国家正在逐步引进IGBT、MOSFET 技术。中国宏观经济

的不断成长，带动了大功率半导体器件技术的发展和应用的不断深入。 

    晶闸管、模块、IGBT 的发明和发展顺应了电力电子技术发展的不同需要，是功率半导体发

展历程中不同时段的重要标志产品，他们的应用领域、应用场合大部分不相同，小部分有交

叉。 

    在技术不断发展和工艺逐步改善的双重推动下，大功率半导体器件将向着高电压、大电流

、高频化、模块化、智能化的方向发展。在10Khz 以下、大功率、高电压的场合，大功率晶

闸管和模块具有很强的抗冲击能力及高可靠性而占据优势，同时又因成本较低、应用简单而

易于普及。 

    在10Khz 以上、中低功率场合，IGBT、MOSFET 以其全控性、适用频率高而占据优势。 大

功率半导体器件具体适用范围表                            半导体器件对比（大功率）             应用场合          

  产品特点                               适用电压范围             适用功率范围             适用频率范围             可靠性

、抗冲击能力             应用难易程度             成本                               晶闸管             400V-8500V            

100KW 以上             10KHZ 以下             好             简单，易掌握             低                               晶闸管及整

流模块             400V-4000V             7.5-350KW             1KHZ 以下             好             简单，易掌握             

低                               IGBT MOSFET             100V-1700V             1.5-200KW             10KHZ 以上             较



差             复杂，难掌握             高                资料来源：博思数据研究中心整理 

    目前随着国内大规模的电网改造、铁路建设、高速电力机车的普及，以及国家工业、军事

以及基础工程的大量投入，为中国的电力电子事业创造更好的机遇，我国大功率半导体器件

行业市场规模近年来增长态势明显， 2012年我国大功率半导体器件行业市场规模达到120.4亿

元，2013年行业市场规模增长至145.2亿元，行业规模年增速与上年度基本持平，中国依旧是

推动全球大功率半导体器件市场规模增长的主要动力。  资料来源：博思数据研究中心整理  
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电力电子器件生产逐步转移到欧洲及发展中国家，市场规模增长有限。美国著名的大功率半

导体器件厂商有IR等。 

    2、日本 

    从上世纪90 年代开始，日本一直是全球的电力电子器件的最大市场，占全球市场的30%以

上。2000 年以后，亚洲成为电力电子器件最大的消费地区后，日本市场所占比率逐步下降。

目前日本电力电子器件厂商主要有Toshiba、Fuji Electric、SanRex、Mitsubishi。 



    3、欧洲 
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2007年             2008年             2009年             2010年             2011年             2012年             2013年                     

         美国             12.8             13.5             14.4             15.5             16.8             18.1             20.2                               

日本             16.8             17.5             18.9             20.2             21.7             23.5             24.8                               欧洲

            23.2             25.0             27.5             30.8             34.5             38.2             43.0                               中国          

  42.6             51.4             64.4             80.5             100.2             120.4             145.2                               其他            

20.4             23.7             26.4             26.4             26.9             30.1             30.3                               合计            

115.7             131.1             151.6             173.4             200.0             230.3             263.5                

 资料来源：iSuppli  

三、大功率半导体器件发展特征分析 50 

第二节 2012-2013年中国大功率半导体器件市场动态分析 50 

一、国内大功率半导体器件市场容量 50 

    分立功率器件按照功率的大小划分为大功率半导体器件和中小功率半导体器件。具体来说

，大功率晶闸管专指承受电流值在200A 以上的晶闸管产品；大功率模块则指承受电流25A 以

上的模块产品；大功率IGBT、MOSFET 指电流超过50A 以上的IGBT、MOSFET 产品。 

    1956年美国贝尔实验室（Bell Lab）发明了晶闸管，国际上，70 年代各种类型的晶闸管有了

很大发展，80 年代开始加快发展大功率模块，同时各种大功率半导体器件在欧美日有很大的

发展，90 年代IGBT 等全控型器件研制成功并开始得到应用。 

    在国内，60 年代晶闸管研究开始起步，70 年代研制出大功率的晶闸管，80年代以来，大功

率晶闸管在中国得到很大发展，同时开始研制模块；本世纪以来，开始少量引进超大功率晶

闸管（含光控晶闸管）技术；近年来国家正在逐步引进IGBT、MOSFET 技术。中国宏观经济

的不断成长，带动了大功率半导体器件技术的发展和应用的不断深入。 

    晶闸管、模块、IGBT 的发明和发展顺应了电力电子技术发展的不同需要，是功率半导体发
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叉。 

    在技术不断发展和工艺逐步改善的双重推动下，大功率半导体器件将向着高电压、大电流

、高频化、模块化、智能化的方向发展。在10Khz 以下、大功率、高电压的场合，大功率晶
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    在10Khz 以上、中低功率场合，IGBT、MOSFET 以其全控性、适用频率高而占据优势。 

 大功率半导体器件具体适用范围表 

                           半导体器件对比（大功率）             应用场合             产品特点                               适用电

压范围             适用功率范围             适用频率范围             可靠性、抗冲击能力             应用难易程

度             成本                               晶闸管             400V-8500V             100KW 以上             10KHZ 以下         

   好             简单，易掌握             低                               晶闸管及整流模块             400V-4000V            

7.5-350KW             1KHZ 以下             好             简单，易掌握             低                               IGBT

MOSFET             100V-1700V             1.5-200KW             10KHZ 以上             较差             复杂，难掌握  

          高                资料来源：博思数据研究中心整理 
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